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摘要(译)

薄膜晶体管，其制造方法以及包括该薄膜晶体管的有机发光二极管显示
装置，其允许增大沟道区域的晶粒尺寸，可以有效地保护半导体层的沟
道区域。蚀刻过程的时间，可以降低加工成本。薄膜晶体管包括基板，
设置在基板上的栅电极，设置在栅电极上的栅极绝缘层，设置在栅极绝
缘层上并包括沟道区，源区和漏区的半导体层图案，蚀刻停止层图案设
置在半导体层图案的沟道区上并且具有20至60nm的厚度，并且源电极和
漏电极分别设置在半导体层图案的源区和漏区上。
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